
SiN マスクによる GaN 選択成長における成長前プロセスの検討 
A Study of pretreatment process on selective area growth of GaN using SiN masks 
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【はじめに】GaN 系半導体の選択成長は、
ELO 技術などエピ成長層の高品質化技術の
基礎として研究されてきた[1]と共に、ナノ
デバイスの構造要素の形成技術としても関
心を集めている[2]。平面構造で作られてい
るトランジスタも、将来の立体構造化[3]に
向けて高品質なGaNの三次元構造の形成手
段として有望と考えられる。本講演では、
デバイス加工形成技術も視野に入れ、酸素
等による汚染の低減も期待できる SiN をマ
スクとしたGaN選択成長のプロセスについ
て検討した結果について報告する。 

【実験】サファイヤ上 GaN（0001）基板を
共通に使用し、SiN(100nm 厚)によるライン
&スペース形状のマスクを形成（BHF エッ
チング）した後、MOCVD で GaN を選択再
成長（1040℃で、全面成長では 300nm 厚相
当）した。以上の共通条件に対し、次のよ
うなプロセス条件を変化させた試料を作製
し、GaN の再成長状態を SEM 観察した。 
 
 SiN 膜堆積：スパッタ法 or PCVD 法 

 再成長の前処理 

  RIE：Cl2+BCl3、GaN20nm ｴｯﾁﾝｸﾞ相当 

  酸処理：硫酸+リン酸、100〜200℃ 

  MOCVD 装置内での熱処理： 

         NH3+H2、10 分 
 
【結果・評価】まず、酸処理および成長前
熱処理を行わない場合で、RIE 処理の効果
を比較した結果を Fig.1 に示す。RIE 無し
（Fig.1(b)）では GaN が殆ど成長しなかった
のに対し、RIE 処理により GaN 露出面上へ
の選択成長が認められた（Fig.1(b)）。しか
し、成長表面にはピット状の荒れが生じて
いるとともに、SiNマスクエッジ近傍にGaN

が成長しない領域が認められた（ここでは
成長後退と呼ぶ）。なお、ここでは SiN はス
パッタ成膜を用いた。 

 次に、RIE 処理と酸処理（150℃、1 時間）
を共通に用い、成長前熱処理の効果を比較

した結果を Fig.2 に示す。ここでは SiN は
PCVD 成膜を用いている。成長前熱処理を
行わない場合（Fig.2(b)）は、比較的平坦な
選択成長ができているが、成長後退が同様
に認められた。これに対し、成長前熱処理
により、成長後退は抑制され、マスクパタ
ーンに沿った選択成長ができた（Fig.2(b)）。 

 以上より、選択成長面への RIE 処理と成
長前熱処理が何れも有効であることがわか
った。また、比較データは省略するが、同
様の観点から酸処理も有効である結果を得
ている。一方、SiN の成膜法の依存性は明
確には認められなかった。 

 今後、これらの効果の要因の裏付け、選
択成長領域の結晶性の評価とその向上の検
討を続け、詳細を報告する予定である。 

Fig.1 Plan-view SEM images of selectively grown 
GaN regions; (a)without and (b)with RIE 
pretreatment. 
Fig.2 Plan-view SEM images of selectively grown 

GaN regions; (a)without and (b)with in situ 
annealing prior to growth. Pretreatments of RIE 
and H2SO4+H3PO4 were commonly employed. 
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